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 モード分割多重伝送方式 [1]を実現するためには、高次モード光が必要であり、我々は

基本モードを高次モードである LP21モードへ変換するモード変換器の実現を目標とし

て研究活動を行なっている。垂直方向のモード拡張を実現するための手法として、段差

コア構造を提案し、垂直方向への MMI干渉の実現を目指している。この構造の実現に

は、ドライエッチングによるコア上部の直接エッチングを行なうため、これは導波路の

過剰な損失を引き起こすことが危惧される[2]ため、この過剰損失についての検討を行っ

た。 

 損失評価の結果、通常プロセスの導波路の伝搬損失は導波路幅が狭まるにつれて増大

している。コア上部エッチング導波路の損失は通常プロセスで作製した導波路と比較し

て大きいが、導波路幅の減少と伝搬損失の増加の関係の傾向は通常プロセスの導波路と

一致している。コア上部のドライエッチング加工により過剰損失として 8.4dB/cm の過

剰損失を確認した[3]
  

 

 

図. 損失測定結果 
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